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OEM: Texas Instruments Diode 1S415 Datasheet

15410, 15411, 15413, 15415, 15417, 15419,
Diffundierter Silizium-Gleichrichter 1S410R, 15411R, 15413R, 15415R, 1S417R,
3 Ampere, 100 bis 1000 Volt Usx 1S419R
GeschweiBtes Metallgehduse
Kleiner Langswiderstand
Fiir industrielle Anwendung bestens geeignet
In beiden Polungsarten erhaltlich

Mechanische Daten

Hermetisch verschweiBtes Glas-Metallgehiuse.
Gewicht: ca. 4,36 g.
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Absolute Grenzwerte

15410 15411 15413 15415 15417 15419 Einh.
1S410R 15411R 15413R 15415R 15417R 15419R

Spitzensperrspannung von —i0 *C bis +125 °C 100 200 400 600 800 00 v
Richtstrom bei +125 °C 3 3 3 3 3 3 A
Richtstrom bei +145 °C 1 1 1 1 1 1 A
Periodischer Spitzenstrom bei 4125 °C 15 15 15 15 15 15 A
Lagerungs- und Umgebungstemperaturbersich - —40 °C bis +150°C i
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OEM: Texas Instruments Diode 15415 Datasheet

15410 15411 15413 15415 18417 15418 Einh.
1S410R 15411R 1S413R 1S415R 15417R 1S419R

Iz Max. Reststrom bel Ugy und +25 °C 5 5 5 5 5 ] A

Im Max. Reststrom bel Urs und +150 °C 00 300 300 300 300 300 [T

Up Max. DurchlaBspannungsabfall bei lp = 10 A 1,6 1,6 1,6 1,6 1.6 1,6 Y
und +25 °C

Bemerkungen:

1. Zur Ermittlung der notwendigen Kihlfliche fir einen bestimmten Strom wird folgende Formel benutzt:
Te —Tu
T
Te = Gehdusetemperatur; Ty = Umgebungstemperatur; P = Verlustleistung

= Rme_v (Therm. Widerstand Gehduse-Umgebung)

Die notwendige KihIflache kann man dann aus Bild 3 entnehmen.

Beispiel:

Verlangter Ausgangsstrom = 3 A
Tu=25°C; Teg=125°C; P=45W
Ruma_u = 22 °C/W

Bendtigte Kihlfliche = 52 cm?, dies entspricht einem Kihlkirper von 51 mm » 51 mm ¥ 1,6 mm

Aluminiumblech.

-

2. Bei kritischen Anwendungen sollte die Temperatur Uberprift werden.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Diode 15415

Datasheet

Mittlerer Gleichstrom Ig 5

Kiihifldche

- A 50
1 =
£l a StefNstrem bei 50°C
T
1 14s°C =
‘1 |/ E
=]
-= “'h
] E 1 -H‘l-q
3 'h.mp...___‘
o -E la e — :
@ 15 50 TS5 100 115 150 17§
Gehdusetemperatur °C o il
0,000 0,01 6,1 1,0 10
Impulsdauver-s
Bild 1 Bild 2

2800

]

Die KiihlFldche enthilt beide Fldchen
1950 winer LEmm dicken Aleminiumplatis
1300 nd mull in rubender Luft vertikal

mentiert werden.

1918

B50
510 -+,

g N

Maximale Verlustleisiung

1]
£2 L
19 ,

H ]
19,5

13

1 1 4 & Blo 0 30 40 &0
Thermischer Widerstand /%W
Bild 3

7
/
y
L] | 1 3
Mittlerer Gleichstrom ]u"
Bild 4

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



